Symbole und Abkiirzungen

Symbol

A

(8%

ay
a,b, c
C
Ch
dy
dpki
D

€0

€r

AE¢
Epurchias
Er

AEFR

Einheit

Bezeichnung

Diodenidealitétsfaktor
Absorptionskoeffizient

Anteil der Gesamtspannung, die iiber dem p-Halbleiter abfallt
Gitterkonstanten

flichenbezogene Kapazitéit
Wasserstoffkonzentration

Dicke der Pufferschicht

Netzebenenabstand

Diffusionskonstante

Dielektrizitdtskonstante des Vakuums
relative Dielektrizitatskonstante
Wirkungsgrad

elektrisches Feld

charakteristische Energie fiir den Ubergang zu Tunnelprozessen
Aktivierungsenergie

Leitungsbandversatz

Durchlaflenergie

energetische Position des Ferminiveau
Abstand des Ferminiveau vom Leitungsband
Bandliicke

kinetische Energie

energetische Position des Leitungsbandes
Resonanzenergie

energetische Breite der Resonanzenergie
Aktivierungsenergie einer tiefen Storstelle
energetische Position des Valenzbandes
Fillfaktor

Plancksche Konstante

Sperrsattigungsstromdichte
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Referenz-Sperrsittigungsstromdichte

Dunkelstromdichte

Gesamtstromdichte

Stromdichte bei maximaler Leistung

Photostromdichte

Rekombinationsstromdichte

Kurzschlufistromdichte

Boltzmannkonstante

Wellenlidnge

Diffusionsliange

effektive Sammlungslénge

Beweglichkeit

effektive Masse

Dichte freier Elektronen

ergibt sich mit F;, = Efr aus der Dichte freier Elektronen
Dichte flacher Akzeptoren

Dichte akzeptorischer Zustdnde in der Pufferschicht
Dichte akzeptorischer Zustdnde an der Absorberoberfliche
Ladungstrédgerdichte der Pufferschicht

Dichte flacher Donatoren

Dichte donatorischer Zustdnde an der Absorberoberfliche
intrinsische Ladungstragerkonzentration

Dichte von Zustinden an der Absorberoberfliche
normierte Dichte von Zustidnden an der Absorberoberfliche
Zustandsdichte im Leitungsband

Dichte tiefer Storstellen

Frequenz

Zustandsdichte im Valenzband

Kreisfrequenz

Austrittsarbeit

Photonenfluss

energetischer Abstand des Ferminiveaus der

Elektronen von der Valenzbandkante an der Absorberoberfliche
Neutralitdtsniveau

Dichte freier Locher

ergibt sich mit £, = Er aus der Dichte freier Locher
Leistung

eingestrahlte Lichtleistung

Elementarladung

Flachenladungsdichte
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R [m 35! Rekombinationsrate

Rp [Qm?] Parallelwiderstand

Rs [Qm?] Serienwiderstand

S [m/s] Oberflachenrekombinationsgeschwindigkeit
[m?] Einfangquerschnitt

T [s] Lebensdauer der Ladungstriger

T K] Temperatur

T* K] charakteristische Temperatur fiir die Verteilung von Storstellen

Up [V] Diffusionsspannung

Unnax [V] Spannung bei maximaler Leistung

Ubse [V] Leerlaufspannung

7 [V] elektrisches Potential

Vgp, [m/s] thermische Geschwindigkeit der Ladungstriger

Wq [m] Raumladungszonenweite im p-Halbleiter

wp, [m] Raumladungszonenweite im n-Halbleiter

13 [eV] Energiedifferenz zwischen Er und Ey im Bahngebiet des Absorbers

Abkiirzungen

AM Air Mass

BGO Bismuth Germanate Oxide

CB Conduction Band

CBD Chemical Bath Deposition

CIGS Cu(In,Ga)Ses

CIGSS Cu(In,Ga)(S,Se)s

CISS Culn(S,Se),

EDX Energy Dispersive X-ray spectroscopy

ERDA Elastic Recoil Detection Analysis

fee face centered cubic

JCPDS Joint Commitee on Powder Diffraction Standards

NRA Nuclear Reaction Analysis

hex hexagonal

ovC ordered vacancy compound

PES Photoelektronenspektroskopie

QA Quantenausbeute

REM Rasterelektronenmikroskopie

RLZ Raumladungszone
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RTP Rapid Thermal Processing

TEM Transmissionselektronenmikroskopie
HR-TEM High Resolution Transmission Electron Microscopy
Zink-VB Zink-Vorbehandlung

160



